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論    文    の    要    旨 



































とが示されている。また、1 kHz の測定周波数で見られる C-V曲線のトラップを、水素アニール
で改善できることが示されている。さらに、成膜後に Ar/O2プラズマ照射を 30秒行うことで、C-
V 特性のヒステリシリスが改善されることが述べられている。これらの結果を基に、酸化膜換算

















審    査    の    要    旨 
〔批評〕 
ECR プラズマについて、半導体にダメージを与えず、ナノメートル級の高精度エッチングを可能にし、さ
らに、それを GaAs-MESFET のトランジスタ動作で実証したことは高く評価できる。これにより、今後、エッ
チング技術として、生産現場への導入が加速すると期待される。ECR プラズマのスパッタ堆積として、高
誘電率ゲート酸化膜への適用と、抵抗変化型メモリへの適用例が示されたことも高く評価できる。一方、
抵抗変化を示した BiTiO 膜について、ホッピング伝導としてどのようなキャリア捕獲サイトが考えられるの
か、現状では必ずしも明確になっておらず、今後の研究の進展が待たれる。 
 
〔最終試験結果〕 
 平成３１年２月１６日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によっ
て、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
